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Keksinndn nimitys - Uppfinningens benémning

Meonetolmd sisiisten mekaanisten jinnitysten vihentlimiseksi puolijohderakenteessa ja puolijohderakennoe, jossa on matalat

maekaaniset jinnitykset

Férfarande for minskning av inre mekaniska spinningar i en halviedarkonstruktion och halviedarkonatruktion med liga

mekaniska spinningar

Tiivistelmé - Sammandrag

Puolijohderakenne, jossa on vihin mekaanisia jdnnityksid ja joka on
muodostettu ryhmén lIl metallien nitrideistd (0001)-suuntautuneelle
vierasaineiselle alustalle (1),ja menetelm# siséisten mekaanisten jannitysten
vithentdmiseksi ryhmdn Il metallien nitrideista (0001)-suuntautuneelle
vierasaineiselie alustalle (1) muodostetussa puolijohderakenteessa. Menetaima
késittdd valheet joissa;kasvatetaan vierasaineiselle alustalle (1) nitridia
ensimmaisen nitridikerroksen (2) muodostamiseksi; kuvioidaan ensimméinen
nitridikerros (2) poistamalla selektiivisesti sen osia ennalta maaratyita
syvyydeltd ensimmaisen nitrdikerroksen (2) ylipinnasta mekaanisen
jénnityksen o purkautumisen aikaansaamiseksi kerroksen jéljelle j44neissé
kohdisga poistettujen osien vilissd; ja kasvatetaan ensimméisen
nitridikerros (8), joka toinen nitridikerros (8) sulkee poistetuista osista jaéneet
aukot (7) toisen nitridikerroksen (8) alla pualijohderakenteen sissllé.

En halviedarstruktur med ldga mekaniska pak&nningar, bestdende av nitrider av
metaller | grupp Il pa ett (0001) orienterat frimmande substrat (1) och ett
férfarande for att minska interna mekaniska pakanningar i en halledarstruktur
bestdende av nitrider av metaller i grupp Il p4 ett (0001) orienterat frémmande
substrat (1). Forfarandet innefattar skeden fér att; anligga nitrid pé det
frdimmande substratet (1) fér att bilda ett férsta nitridskikt (2); forma det forsta
nitridskiktet (2) genom att selektivt avidgsna méngder av det till eft férbestamt
djup fran den &vre ytan av det férsta nitridskiktet (2), for att stadkomma lindring
av mekanisk pakénning G i de aterstiende delama av skiktet mellan de
avidgsnade méingdema; och anlégga ytterligare nitrid pa det férsta nitridskiktet
(2) tilis ett kontinuerligt andra nitridskikt (8) har bildats, varvid det andra
nitridskiktet (8) omsluter tomrum (7) fran de aviigsnade méngdema under det
andra nitridskiktet (8) inne i halvledarstrukturen.
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